64Mx72bits
DDR SDRAM Buffered DIMM

SanMax Technologies Inc.

SMD-51248W

DESCRIPTION

w 64M x 8bit
1.27
”
+ +
/
9]
Outline Drawing
FRONT VIEW
5.256 (133.50) 1125 (3.175)
5.244 (133.20)
1079 (2.00) R
(4X) g g E :

PSR |

q g 2 i 1.195 (30.35)

098 (2.50) D E 700 (17.78)

(2X) E| B E| B &= E| & E| TYP.
091 (2.30) TYP. ® —l —uU-—
{ _,‘ ‘4_ ‘ i 1035 (0.90) R T 1054 (1.37)
— .05(%(“1).27) .040 (1.02) 250 (6.35) TYP. '394T\(r|1)0'00) .046 (1.17)
091 (2.30) . TP .
‘ ‘ 1.95 (49.55) —— PIN 92

™ e 255(64.77)
4,750 (120.65)

N~ PIN 93

BACK VIEW

. PIN 184

NOTE: 1. All dimensions in inches (millimeters) % or typical where noted.
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Functional Block Diagram

RSO
DQSO DQSs4
DMO/DQSQ% DM4/DQS13 ————w
DM CS Das DM CS DQs
DQ0 —A—I/00 DQ32 —V1/0 0
DQ1 —A{1/O 1 DO DQ33 —AH1/0 1 D4
DQ2 —W—I/0 2 DQ34 —V1/0 2
DQ3 —A1/03 DQ35 —WV1/0 3
DQ4 —MI/0 4 DQ36 —M1/0 4
DQ5 —AI/05 DQ37 —M1/0 5
DQ6 —A1/06 DQ38 —M1/0 6
DQ7 —A 07 DQ39 —~MI/0 7
DQS1 DQS5
DM1/DQS10 —WV—— DM5/DQS14 — W= L
DM CS DQs DM CS Das
DQ8 —W{lI00 DQ40 —A*—1/0 0
DQ9 — A\ {l/01 D1 DQ41 —A\—I/0 1 D5
DQ10 —\ 10 2 DQ42 —~A—1/0 2
DQ11 —A /03 DQ43 —A1/0 3
DQ12 —A\ /0 4 DQ44 —A1/0 4
DQ13 —W /05 DQ45 —~A /05
DQ14 —N— /06 DQ46 —\1/0 6
DQ15 — W\ l/0 7 DQ47 —AI/0 7
DQS2 DQS6 ‘
DM2/DQS11—wW—ry DM6/DQS15 — WV —F/— —
DM CS DQS DM CS DQS
DQ16 —A /0 0 DQ48 —AM1/0 0
DQ17 — A /01 D2 DQ49 —V—1/0 1 D6
DQ18 —A 1/0 2 DQ50 —AV1/0 2
DQ19 —A1/03 DQ51 —V—1/0 3
DQ20 —A1/0 4 DQ52 —\1/0 4
DQ21 —A1/0 5 DQ53 —W\1/0 5
DQ22 —~A1/0 6 DQ54 —M1/0 6
DQ23 —A 1107 DQ55 —\1/0 7
DQS3 A DQS7
DM3/DQS12 —W—— | DM7/DQS16——V—— \
DM CS DQS DM CS Das
DQ24 —AA1/00 DQ56 —\— /0 0
DQ25 —AA{ 110 1 D3 DQ57 —A\— 1/0 1 D7
DQ26 —A1/0 2 DQ58 —\ 1/0 2
DQ27 — A 1/0 3 DQ59 —A\ /0 3
DQ28 —A1/0 4 DQB0 —N—{1/0 4
DQ29 —A\1/05 DQ61—A—{1/0 5
DQ30 —A1/0 6 DQ62 —N—{1/0 6
DQ31 — AV lI07 DQ63—W /0 7
DQS8 .
DM8/DQS17 ———— VbpspD Serial PD
— i Vbpa = Do-D8
DM Cs Dpas Serial PD T
CBO —W-{lI00 SCL—| Vop + D0-D8
CB1 —w-{I01  ps [+ SDA VREF T D0-D8
CB2 —MHI/02 WP AIO /3|\1 A|2 y l %
ORI e L sho sat1 sa2 ss DO-D8
) \ Strap: see Note 4
CB5 —AlI05 DDID ——o ° p:
CcB6 —AI/06
CB7 —WHIO7 Notes:
— — J— 1. DQ-to-1/0 wiring may be changed within a byte.
€S0 ——w—— 5 |— RS0->CS: SDRAMs D0-D8 2. DQ/DQS/DM/CKEIS relationships must be main-
BAO-BA1T —n»—— g — RBAO-RBA1 ->BA0-BA1: SDRAMs D0-D8 tained as shown.
AO-A13 — w1 G |- RAO-RA13->A0-A12: SDRAMs D0O-D8 3. DQ/DQS resistors should be 22 Ohms.
RAS | RRAS -> RAS SDRAM DO-D8 4. Vpp)p strap connections (for memory device Vpp,
— N — — - : s -
CAS s RCAS -> CAS: SDRAMs D0-D8 Vo)
— — - : -
T s STRAP OUT (OPEN): Vpp = Vppq
CKE0 ——w—— E — RCKEO-> CKE: SDRAMs DO- D8 STRAP IN (Vss): Voo Vooa.
WE R — RWE -> WE: SDRAMs D0-D8 5. SDRAM placement alternates between the back
CKO. BKO PLL* and front sides of the DIMM.

PCK _1 —
BCK [ RESET

* Wire per Clock Loading Table/Wiring Diagrams

6. Address and control resistors should be 22 Ohms.




